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【はじめに】グラフェンは炭素 1 原子層からなる 2 次元材料であり、優れた電気的、機械的特性

により注目を集めている。我々は今までにｒ面、a 面、c 面、m 面サファイア基板上でのグラフ

ェンの直接成長に成功している[1, 2]。本研究では c 面 AlN 基板上での減圧 CVD によるグラフ

ェンの直接成長について検討した。 

【実験】減圧CVDでは炭素原料として3-HexyneをAlN基板上に供給しグラフェンを成長する。

成長温度 1250℃、成長圧力 5kPa、窒素流量 895sccm、水素流量 100sccm の実験条件は固定し

た。3-Hxyne は 15℃に保ち、バブリング流量を 1、3、5sccm と変化させた。 

【結果と考察】Fig.1 に各サンプルのラマンスペクトルを示す。1.0sccm で 1 時間の成長を行った

サンプルでは弱いグラフェンのピークが観察された。この場合は島状のグラフェン層が形成した。

バブリング流量を 3.0sccm に増やし成長時間を 2 時間に延ばしたサンプルでは、それぞれのピー

クがより強くなっているものの、グラフェンはまだ基板全体を覆っておらずさらなる成長が必要

であった。バブリング流量を 5.0sccm に増やしたサンプルでは、ラマンスペクトルは 3sccm の場

合に比べ大きく変化しなかったが、図 2 の AFM 像に示す様にグラフェンは AlN テンプレート全

体に均一に平坦に成長した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Raman spectrum of graphene grown on AlN template.        Fig.2 AFM image of graphene grown 

on AlN template (5sccm). 
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